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キャリア一同志の非常に早い減衰が強励起下で観測され，その時定数は1. 5μs程度であった。 2 )電子































ひき起し得るという乙とは， R.J. Elliott ( 1954 )によって指適されている。乙の効果をサイクロトロ
ン共鳴でみるのに， InSbはまさに格好の舞台であった。この舞台がいままで見逃されてきた理由は，誰








実が見出されたが，藤井君の仕事の主たるセー lレス・ポイントは大別して次の 3 点に絞られよう。1.
伝導電子のスピン緩和を，サイクロトロン共鳴を通して観測するという奇抜さ. 2. 通常のスピン共鳴
法では測られていない低濃度不純物領域と高磁場域で明確なデータを求めたこと. 3. Band-gap 光に
よる励起という手段で. n 型よりむしろ P 型のInSb試料中で， 、少数キャリヤ-"である伝導電子を大
量に作り，そのエネノレギー緩和過程を多チャンネノレ時間分解という暫新な方法で追跡した乙との 3 点で
ある。
研究のきっかけは単純であったにもかかわらず. InSbの研究者たち，さらには ill-V族半導体全般の
研究者たちにとって，眼のうろ乙が落ちたと言ってもよいほどの新しい，インパク卜の大きい情報を，
藤井君の一連の研究はもたらした。よって，理学博士の学位論文として，十分に価値あるものと認める。
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